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第 3 章では，窒素をイオン注入したシリコンのアニール特性を，上記の LPV法を駆使して調べて












本論文は Si にイオン注入することにより形成される薄いP-N 接合における横方向光起電効果の解
明と，そのP-N 接合の電気的特性評価への応、用に関する研究をまとめたものである。






いることを実証するとともに この効果を利用した 2 次元光位置検出素子の可能性を示した。
これらの研究はイオン注入技術の工学的利用の拡大に大きく寄与するものであり，学位論文として
価値あるものと認める。
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